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방전에서의 에 의한 플라즈마 변화RF Micro-arcing
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은 공정 반도체 공정 그리고 플라즈마를 사용하는 다른 많은Micro arcing TFT-LCD , , PECVD
공정에서 문제가 되어 왔다 플라즈마에서의 은 비교적 잘 연구되어 왔지만 현대의. DC arcing
많은 플라즈마 공정이 플라즈마 임에도 불구하고 플라즈마에서의 은 거의 연구되RF RF arcing
지 않았다 따라서 우리는 플라즈마에서의 동안의 플라즈마 변화를 측정하고. RF micro-arcing
분석한다 발생을 위해 접지된 파워가 사용된다 일반적인 사각. Micro-arcing DC RF(13.56Mhz) .

챔버에서 아르곤 플라즈마를 방전하고 이 높은 플라즈마 포텐셜의 형성에CCP micro-arcing
의해 불규칙적으로 발생된다 동안 플로팅 포텐셜 방전 전류 그리고 방전 전압이. Micro-arcing ,
측정되고 발생시 이 육안으로 관찰된다 에 의해 플로팅 포텐micro-arcing arc-spot . Micro-arcing
셜이 거의 까지 급격하게 감소한다 이와 마찬가지로 같은 에서 방전 전류와 방전0 V . time scale
전압이 감소한다 의 유지 시간 또한 발생과 동일하게 불규칙적이고 유지가 끝나면. Miro-arcing
플로팅 포텐셜 방전 전류 그리고 방전 전압이 감소할 때보다 천천히 원래 상태로 복구된다, .
이 신호들은 이 플라즈마를 순간적으로 교란시키고 플라즈막 과도적으로arcing micr-arincg RF
반응한다는 것을 보여준다 에 의한 의 방전으로 동안. Micro arcing sheath-capacitor micro-arcing
의 플라즈마의 과도 행동을 설명할 수 있다.




